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1. 介绍 

该应用笔记介绍GD32E51x与GD32E50x系列间的特征差异，主要为电气特征和外设功能特征

差异，以下章节将描述这些差异。本文档适用型号参考表格 1-1. GD32E51x与GD32E50x产

品。 

表格 1-1. GD32E51x 与 GD32E50x 产品 

产品系列 型号 

GD32E50x 

GD32E503xx 

GD32E505xx 

GD32E507xx 

GD32E508xx 

GD32EPRTxx 

GD32E51x 

GD32E513xx 

GD32E517xx 

GD32E518xx 

GD32EPRTxxA 
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2. 电气特征差异 

2.1. DC 工作条件 

DC 工作条件体现在电源电压，差异具体参考表格 2-1. DC 工作条件。 

表格 2-1. DC 工作条件差异 

产品系列 符号 参数 条件 最小值(1) 单位 

GD32E50x 

VDD 供电电压 - 1.71 

V 

VDDA 
模拟供电电压，fADCMAX = 

14 MHz 
- 1.71 

VBAT 电池供电电压 - 1.71(2) 

GD32E51x 

VDD 供电电压 - 1.62 

VDDA 
模拟供电电压，fADCMAX = 

14 MHz 
- 1.62 

VBAT 电池供电电压 - 1.62(2) 

注意： 

(1) 基于特征，未在量产中测试。 

(2) 在 VBAT 提供备份域的应用中，如果 VBAT 电压低于最小值，当 VDD 重新上电时，需要刷新备份域的寄存器并

重新启用 LXTAL 

2.2. 运行条件下启动时间 

运行条件下启动时间差异体现在系统时钟源为 HXTAL 或 IRC8M 条件下的启动时间，具体参

考表格 2-2. 运行条件下启动时间差异。 

表格 2-2. 运行条件下启动时间差异 

产品系列 符号 参数 条件 典型值 单位 

GD32E50x 

tstart-up 启动时间 

时钟源为 HXTAL 608 

μs 

时钟源为 IRC8M 74 

GD32E51x 

时钟源为 HXTAL 2270 

时钟源为 IRC8M 104.8 

注意： 

(1) 基于特征，未在量产中测试。 
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(2) 启动时间为上电后，NRST 上升沿后的高电平与 SystemInit 函数中执行的的第一条 I/O 指令之间的时间 

(3) 关闭 PLL 

2.3. 省电模式唤醒时间 

省电模式唤醒时间差异反映在睡眠模式、深度睡眠模式和待机模式下的唤醒时间，具体参考表

格 2-3. 省电模式下的唤醒时间差异。 

表格 2-3. 省电模式下的唤醒时间差异 

产品系列 符号 参数 典型值 单位 

GD32E50x 

tSleep 睡眠模式下唤醒 1.7 

μs 

tDeep-sleep 

深度睡眠模式下唤醒（LDO 开启） 3.1 

深度睡眠模式下唤醒（LDO 低功耗模式） 3.1 

深度睡眠模式 1 下唤醒（LDO 低功耗/低驱动模

式） 
4.3 

深度睡眠模式 2 下唤醒（LDO 低功耗/低驱动模

式） 
11.7 

tStandby 待机模式下唤醒 77.2 

GD32E51x 

tSleep 睡眠模式下唤醒 2.16 

tDeep-sleep 

深度睡眠模式下唤醒（LDO 开启） 4.74 

深度睡眠模式下唤醒（LDO 低功耗模式） 4.74 

深度睡眠模式 1 下唤醒（LDO 低功耗/低驱动模

式） 
7.16 

深度睡眠模式 2 下唤醒（LDO 低功耗/低驱动模

式） 
7.84 

tStandby 待机模式下唤醒 105.2 

注意： 

(1) 基于特征，未在量产中测试。 

(2) 唤醒时间为从唤醒事件产生到应用代码中的第一条指令读取，测试条件为：VDD = VDDA = 3.3 V, IRC8M = 

System clock = 8 MHz。 

2.4. 功耗 

功耗差异反映在深度睡眠模式和待机模式下的电流消耗，具体参考表格 2-4. 深度睡眠模式下

的功耗差异、表格 2-5. 深度睡眠模式 1 下的功耗差异、表格 2-6. 深度睡眠模式 2 下的功耗

差异和表格 2-7. 待机模式下的功耗差异。 

表格 2-4. 深度睡眠模式下的功耗差异 

产品系列 符号 参数 条件 
最小

值 

典型

值 

最大

值 
单位 

GD32E50x IDD+IDDA 
工作电流（深度睡

眠模式） 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 正常功

耗、正常驱动模式，IRC40K 关

闭，RTC 关闭，所有 GPIO 配置

— 
461.3

3 
— μA 
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产品系列 符号 参数 条件 
最小

值 

典型

值 

最大

值 
单位 

为模拟模式 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 低功

耗、正常驱动模式，IRC40K 关

闭，RTC 关闭，所有 GPIO 配置

为模拟模式 

— 
413.0

0 
— μA 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 正常

耗、低驱动模式，IRC40K 关闭，

RTC 关闭，所有 GPIO 配置为模

拟模式 

— 
258.0

0 
— μA 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 低功

耗、低驱动模式，IRC40K 关闭，

RTC 关闭，所有 GPIO 配置为模

拟模式 

— 
210.6

7 
— μA 

GD32E51x 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 正常功

耗、正常驱动模式，IRC40K 关

闭，RTC 关闭，所有 GPIO 配置

为模拟模式 

— 
146.4

7 
— μA 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 低功

耗、正常驱动模式，IRC40K 关

闭，RTC 关闭，所有 GPIO 配置

为模拟模式 

— 96.70 — μA 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 正常

耗、低驱动模式，IRC40K 关闭，

RTC 关闭，所有 GPIO 配置为模

拟模式 

— 
106.6

7 
— μA 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 低功

耗、低驱动模式，IRC40K 关闭，

RTC 关闭，所有 GPIO 配置为模

拟模式 

— 59.20 — μA 

表格 2-5. 深度睡眠模式 1 下的功耗差异 

产品系列 符号 参数 条件 
最小

值 

典型

值 

最大

值 
单位 

GD32E50x 

IDD+IDDA 
工作电流（深度睡

眠模式 1） 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 低功

耗、低驱动模式，IRC40K 关闭，

RTC 关闭，所有 GPIO 配置为模

拟模式 

— 
163.3

3 
— μA 

GD32E51x — 48.30 — μA 
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表格 2-6. 深度睡眠模式 2 下的功耗差异 

产品系列 符号 参数 条件 
最小

值 

典型

值 

最大

值 
单位 

GD32E50x 

IDD+IDDA 
工作电流（深度睡

眠模式 2） 

VDD = VDDA = 3.3 V，LDO 低功

耗、低驱动模式，IRC40K 关闭，

RTC 关闭，所有 GPIO 配置为模

拟模式 

— 68.00 — μA 

GD32E51x — 30.04 — μA 

表格 2-7. 待机模式下的功耗差异 

产品系列 符号 参数 条件 
最小

值 

典型

值
(1)

 

最大

值 
单位 

GD32E50x 

IDD+IDDA 
工作电流（待机模

式） 

VDD = VDDA = 3.3 V，LXTAL 关

闭，IRC40K 打开，RTC 打开 
— 3.79 — 

μA 
VDD = VDDA = 3.3 V，LXTAL 关

闭，IRC40K 打开，RTC 关闭 
— 3.58 — 

VDD = VDDA = 3.3 V，LXTAL 关

闭，IRC40K 关闭，RTC 关闭 
— 3.08 — 

GD32E51x 

VDD = VDDA = 3.3 V，LXTAL 关

闭，IRC40K 打开，RTC 打开 
— 3.07 — 

μA 
VDD = VDDA = 3.3 V，LXTAL 关

闭，IRC40K 打开，RTC 关闭 
— 2.82 — 

VDD = VDDA = 3.3 V，LXTAL 关

闭，IRC40K 关闭，RTC 关闭 
— 2.06 — 

注意：基于特征，未在量产中测试。 

2.5. 静电释放（ESD） 

ESD 差异参考表格 2-8. ESD 等级差异。 
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表格 2-8. ESD 等级差异 

产品系列 符号 参数 条件 
最小

值 

典型

值 

最大

值 
单位 

GD32E50x 

VESD(HBM) 
静电释放电压

（人体模型） 

TA=25 °C; 

ESDA/JEDEC JS-

001-2017 

— 6000 — 

V 

VESD(CDM) 

静电释放电压

（电荷设备模

型） 

TA=25 °C; 

ESDA/JEDEC JS-

002-2018 

— 1000 — 

GD32E51x 

VESD(HBM) 
静电释放电压

（人体模型） 

TA=25 °C; 

ESDA/JEDEC JS-

001-2017 

— 5000 — 

VESD(CDM) 

静电释放电压

（电荷设备模

型） 

TA=25 °C; 

ESDA/JEDEC JS-

002-2018 

— 500 — 

注意：基于特征，未在量产中测试。 

2.6. 外部时钟 

外部时钟差异体现在 LXTAL 起振时间，具体参考表格 2-9. LXTAL 起振时间差异。 

表格 2-9. LXTAL 起振时间差异 

产品系列 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

GD32E50x 

tSULXTAL
(1)(2) 晶振起振时间 — 

— 2 — 

s 

GD32E51x — 0.6 — 

注意： 

(1) 基于特征，未在量产中测试。 

(2) tsulxtal是 LXTAL 晶振软件使能到晶振稳定的的启动时间。该值因晶振制造商而异。 

2.7. 内部时钟 

内部时钟差异体现在 IRC40K 与 IRC48M 起振时间，具体参考表格 2-10. IRC40K 起振时间差

异和表格 2-11. IRC48M 起振时间差异。 

表格 2-10. IRC40K 起振时间差异 

产品系列 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

GD32E50x 

tSUIRC40K IRC40K 振荡器起振时间 VDD = 3.3 V 

— 80 — 

μs 

GD32E51x — 1.3 — 

注意：基于特征，未在量产中测试。 
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表格 2-11. IRC48M 起振时间差异 

产品系列 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

GD32E50x 

tSUIRC48M IRC48M 振荡器起振时间 
VDD = VDDA = 3.3 V,  

fHCLK = fHXTAL_PLL = 180 MHz 

— 3.68 — 

μs 

GD32E51x — 1.3 — 

注意：基于特征，未在量产中测试。 

2.8. 闪存 

闪存差异反映在字编程，页擦除及片擦除时间上，具体参考表格 2-12. 对闪存操作的时间差

异。 

表格 2-12. 对闪存操作的时间差异 

产品系列 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

GD32E50x 

PECYC 
失效前保证的编程/擦除次数（耐

久性） 

TA = -40 °C ~ 

+85 °C 

10 — — k 次 

tPROG 字编程时间 — 37.5 — μs 

tERASE 页擦除时间 — 11 — ms 

tMERASE 片擦除时间 — 12 — ms 

GD32E51x 

PECYC 
失效前保证的编程/擦除次数

（耐久性） 
100 — — k 次 

tPROG 字编程时间 — 20 — μs 

tERASE 页擦除时间 1 — 20 ms 

tMERASE 片擦除时间 — 20 — ms 

注意：基于特征，未在量产中测试。 
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2.9. 温度传感器 

温度传感器差异反映在其在 25℃时的电压值，具体参考表格 2-13.温度传感器差异。 

表格 2-13.温度传感器差异  

产品系列 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 

GD32E50x 
V25 25℃时的电压 

— 1.45 — V 

GD32E51x — 1.43 — V 

注意： 

(1) 基于特征，未在量产中测试。 

2.10. 模数转换器（ADC） 

ADC 差异反映在工作电压范围及正参考电压，具体参考表格 2-14. ADC 电气特征差异。 

表格 2-14. ADC 电气特征差异  

产品系列 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

GD32E50x 
VDDA

(1) 工作电压 — 1.71 3.3 3.63 V 

VREFP
(2) 正参考电压 — 1.71 — VDDA V 

GD32E51x 
VDDA

(1) 工作电压 — 1.62 3.3 3.63 V 

VREFP
(2) 正参考电压 — 1.62 — VDDA V 

注意： 

(1) 基于特征，未在量产中测试。 

(2) 设计保证，未在量产中测试。 
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3. 外设功能差异 

3.1. 闪存控制器（FMC） 

FMC 功能差异体现在编程宽度及 ECC 检查功能，具体参考表 3-1. FMC 功能差异。 

表 3-1. FMC 功能差异 

产品系列 编程宽度 闪存 ECC 功能 

GD32E50x 32 位 不支持 

GD32E51x 64 位 支持 
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4. 其他差异 

4.1. 外设数量 

外设数量差异参考表 4-1. 外设数量差异。 

表 4-1. 外设数量差异 

产品系列 DAC TIMER 

GD32E50x DAC TIMER0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 

GD32E51x DAC0/1 TIMER0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 
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5. 版本历史 

表 5-1. 版本历史 

版本号. 说明 日期 

1.0 首次发布 2024 年 6 月 25 日 
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